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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich all-
gemein auf nichtfliichtige Speichervorrichtungen und
genauer auf eine nichtflichtige NOR-Gatter-Transis-
torarchitektur nach dem Oberbegriff des Patentan-
spruchs 1.

[0002] US 5 126 808 A offenbart eine Flash-EE-
PROM-Speicherarchitektur. Aus US 5 384 742 A so-
wie US 5 546 339 A sind NOR-Gatter-Transistorarchi-
tekturen nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs
1 bereits bekannt.

[0003] Momentan verwenden die meisten Computer
Magnetplatten fiir die Datenspeicherung. Jedoch nei-
gen Plattenlaufwerke zu grofRen Volumina, ferner be-
sitzen sie eine Anzahl beweglicher Teile. Folglich nei-
gen sie zu Zuverlassigkeitsproblemen und verbrau-
chen eine bedeutende Menge Strom. Darlber hin-
aus wird die Ablage in Magnetplattenlaufwerken im-
mer unpraktischer, da PCs und andere digitale Vor-
richtungen wie etwas Kameras und PDAs immer klei-
ner werden.

[0004] Unlangst sind elektrisch I6schbare, program-
mierbare Flash-Festwertspeicher (Flash-EEPROMSs)
als eine neue Quelle einer nichtflichtigen Spei-
cherablage entstanden. Flash-EEPROM-Speicher-
vorrichtungen enthalten typischerweise eine Matrix
aus Transistoren mit schwebendem Gate, um Daten
in digitaler Form zu speichern.

[0005] Fig. 1 zeigt den Querschnitt einer typi-
schen NMOS-Transistorzelle 100 mit schwebendem
Gate, die in Flash-EEPROM-Vorrichtungen verwen-
det wird. Die NMOS-Transistorzelle 100 enthalt typi-
scherweise ein p-Substrat 102 mit einem Drain-Ge-
biet 104 und einem Source-Gebiet 106. Das Drain-
Gebiet 104 und das Source-Gebiet 106 bestehen ty-
pischerweise aus N+-Diffusionsgebieten im p-Sub-
strat 102. Ein Kanalgebiet 108 trennt im Substrat 102
das Drain-Gebiet 104 vom Source-Gebiet 108.

[0006] Uber dem Substrat 102 und (iber dem Drain-
und dem Source-Gebiet 104, 106 sind ein schwe-
bendes Gate 110 und ein Steuer-Gate 112 ange-
bracht, die beide typischerweise aus Polysilicium ge-
bildet sind. Das schwebende Gate 110 ist vom Sub-
strat 102 durch eine diinne dielektrische Schicht 114
getrennt, die in den meisten Fallen aus Siliciumdi-
oxid besteht. Ahnlich trennt eine dielektrische Schicht
116 das schwebende Gate 110 und das Steuer-Gate
112. Die ganze Struktur ist von einer Oxid-Isolier-
schicht 118 Uberzogen, wobei eine Einrichtung vor-
gesehen ist, um eine Source-Spannung Vg durch
die Oxidschicht 118 an das Source-Gebiet 106, eine
Gate-Spannung Vg an das Steuer-Gate 112 und ei-
ne Drain-Spannung Vp durch die Oxidschicht 118 an
das Drain-Gebiet 104 anzulegen.

[0007] Um die Flash-EEPROM-Transistorzelle 100
zu programmieren, werden der Drain 104 und das
Steuer-Gate 112 auf Spannungspotentiale tber dem
Spannungspotential der Source 106 gehoben. Zum
Beispiel wird der Drain 104 auf ein Potential V von
etwa 5 Volt gehoben, wahrend das Steuer-Gate 112
auf ein Potential Vg von etwa 12 Volt gehoben wird.
Die Source 106 wird typischerweise geerdet. Wie in
Fig. 1 gezeigt ist, erzeugt der Strom unter solchen
Bedingungen heile Elektronen, die im schwebenden
Gate 110 eingefangen werden. Diese Elektronenin-
jektion erhéht die Schwelle des schwebenden Gates
um etwa 3 bis 5 Volt.

[0008] Um die Flash-EEPROM-Transistorzelle 100
zu léschen, wird der Drain 104 typischerweise schwe-
bend gehalten, das Steuer-Gate 112 wird geerdet und
an die Source 106 wird wahrend einiger Millisekun-
den eine Spannung von etwa 9 bis 12 Volt ange-
legt. Im Ergebnis tunneln die auf dem schwebenden
Gate 110 gespeicherten Elektronen durch das Dielek-
trikum 114 zum Drain 104.

[0009] Um die Zelle 100 zu lesen (d. h., um zu be-
stimmen, ob in der Zelle eine Eins oder eine Null ge-
speichert ist), wird die Source 106 schlieBlich typi-
scherweise auf Massepotential gehalten und an das
Steuer-Gate 112 eine Spannung von etwa 5 Volt an-
gelegt. An den Drain 104 wird ein Potential von etwa
1 bis 2 Volt angelegt. Eine nichtprogrammierte Zelle
(d. h., keine Elektronen auf dem schwebenden Gate)
leitet unter diesen Bedingungen einen Strom von et-
wa 25 bis 50 Mikroampére. Eine programmierte Zelle
ist nichtleitend.

[0010] Wie in Fig. 2 gezeigt ist, enthalt eine typische
Flash-EEPROM-Matrix 200 mehrere in Zeilen und
Spalten angeordnete Transistoren 202. In Uberein-
stimmung mit dieser wohlbekannten Anordnung sind
die Drains D jeder Zelle 202 in einer Spalte an eine
gemeinsame Bitleitung 204 angeschlossen. Ahnlich
sind die Steuer-Gates jeder Zelle 202 in jeder Zeile an
eine gemeinsame Wortleitung 206 angeschlossen.
Die Source-Leitungen aller Zellen 202 in der ganzen
Matrix sind mit einer gemeinsamen Source-Leitung
208 verbunden.

[0011] Bei dieser Konfiguration kénnen die Zellen
202 der Matrix 200 einzeln programmiert werden, wo-
bei die Zellen in der Matrix 200 aber gleichzeitig ge-
I6scht werden, da die Sources aller Zellen miteinan-
der verbunden sind. Um irgendeinen Abschnitt der
Matrix neu zu programmieren, muf} somit zunachst
die ganze Matrix geléscht und dann neu program-
miert werden. Falls einige in der Matrix gespeicher-
ten Informationen gleich bleiben sollen, missen die-
se Informationen wahrend des L&schverfahrens im
Speicher gesichert und dann in die Matrix neu zuriick-
programmiert werden. Wie der Fachmann auf dem
Gebiet einsieht, erfordert das Programmieren dieses
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Flash-EEPROM-Matrix-Typs ein komplexes Steuer-
und Speichersystem.

[0012] Es wurden mehrere verschiedene Flash-EE-
PROM-Matrix-Entwiirfe entwickelt, um einige der
Probleme, die damit zusammenhéngen, dal} ei-
ne ganze Speichermatrix vor dem Neuprogrammie-
ren geléscht werden muf3, zu Uberwinden. Zum
Beispiel wurden NAND-Gatter-Transistor-Flash-EE-
PROM-Entwirfe entwickelt/um einige der mit den
NOR-Gatter-Entwiirfen verknipften Probleme des
Léschens grolier Blécke zu Uberwinden. Es wird z.
B. verwiesen auf "An Experimental 4-Mbit CMOS EE-
PROM with a NAND-Structured Cell”, M. Momodo-
mi u. a., IEEE Journal of Solid-State Circuits, Bd.
24, Nr. 5, Okt. 1989, S. 1238-1243 und auf "A
High-Density NAND EEPROM with Block-Page Pro-
gramming for Microcomputer Applications”, Y. Iwata
u. a., IEEE Journal of Solid-State Circuits, Bd. 25, Nr.
2, April 1990, S. 417424. Obwohl diese NAND-Gat-
ter-Transistorentwirfe kleinere Sektorgré3en und so-
mit das Léschen kleinerer Blécke zulassen, neigen
sie dazu, mehr Organisationsaufwand zu erfordern,
was wesentlich langsamere Verarbeitungsgeschwin-
digkeiten verursacht.

[0013] Somit besteht die Aufgabe, eine NOR-Gatter-
Transistorarchitektur nach dem Oberbegriff des Pa-
tentanspruchs 1 derart zu verbessern, dass sie ein
leichtes Léschen und eine leichte Programmsteue-
rung kleinerer Transistorsektoren und -blocke ermdg-
licht und gleichzeitig die Nachteile des Standes der
Technik Gberwindet. Diese Aufgabe wird erfindungs-
gemal gel6st, wie in Patentanspruch 1 angegeben.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0014] Die vorliegende Erfindung schafft einen neu-
en nichtflichtigen Flash-EEPROM-Matrixentwurf,
der Matrix-, Block- oder Sektor-Loschfahigkeiten er-
moglicht. Die relativ einfache Konstruktion des Tran-
sistorentwurfs der vorliegenden Erfindung ermdglicht
das Loschen kleiner Abschnitte der EEPROM-Matrix
ohne Beeinflussung von Daten, die in den restlichen
Abschnitten der Matrix gespeichert sind. Au3erdem
kénnen unter der Voraussetzung der Blockstruktur-
Konstruktion der Flash-EEPROM-Matrix der vorlie-
genden Erfindung angrenzende Blécke in der Matrix
eine Transistor-Steuerschaltungsanordnung gemein-
sam nutzen, um somit die Gréf3e der Matrix zu mini-
mieren.

[0015] Gemal einem Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung enthalt die neue nichtfllichtige Flash-EEPROM-
Matrix eine NOR-Gatter-Transistormatrix mit mindes-
tens zwei Zeilen und zwei Spalten aus Transisto-
ren. Jeder Transistor besitzt einen Drain, eine Sour-
ce und ein Steuer-Gate. In Ubereinstimmung mit ei-
ner zweckmafigen Ausfuhrung der Erfindung sind
die Drains jedes Transistors in einer Spalte elektrisch

gekoppelt, sind die Steuer-Gates jedes Transistors in
einer Zeile elektrisch gekoppelt und sind die Sources
aller Transistoren in der Matrix elektrisch gekoppelt.

[0016] In Ubereinstimmung mit einem weiteren As-
pekt der vorliegenden Erfindung enthélt ein Sektor
der nichtflichtigen Flash-EEPROM-Matrix zweckma-
Rig 8 Zeilen und 512 Spalten aus Transistoren, in
denen die Drains in jeder Spalte des Sektors elek-
trisch gekoppelt sind, in denen die Steuer-Gates in je-
der Zeile des Sektors elektrisch gekoppelt sind und in
denen alle Sources in dem Sektor elektrisch gekop-
pelt sind. In Ubereinstimmung mit diesem Aspekt der
Erfindung enthélt ein Sektor zweckmaRig 512 Bytes
nichtflichtigen Speichers.

[0017] In Ubereinstimmung mit einem nochmals wei-
teren Aspekt der vorliegenden Erfindung enthalt
ein Block der nichtflichtigen Flash-EEPROM-Matrix
zweckmafig mehrere vertikal gestapelte Sektoren. In
Ubereinstimmung mit diesem Aspekt der Erfindung
sind die Drains aller Transistoren in einer Spalte des
Blocks elektrisch mit einer gemeinsamen Bitleitung
gekoppelt. Das heildt, die Drains in einer Spalte ei-
nes Sektors sind elektrisch an die Drains in der ent-
sprechenden Spalte angrenzender Sektoren gekop-
pelt. Auf diese Weise enthalt ein Block mehrere 1i-
ckenlose Spalten.

[0018] AulRerdem sind wie bei dem Sektorentwurf
der vorliegenden Erfindung die Steuer-Gates in jeder
Zeile des Blocks elektrisch gekoppelt. Jedoch sind in
Ubereinstimmung mit einer zweckmaRigen Ausfiih-
rung der Erfindung nur die Sources in jedem Sektor
aneinander gekoppelt. Die gemeinsamen Sources in
jedem Sektor sind nicht mit den gemeinsamen Sour-
ces anderer Sektoren in dem Block verbunden.

[0019] In Ubereinstimmung mit einem nochmals wei-
teren Aspekt der vorliegenden Erfindung enthélt ein
Block zweckmaRig 128 vertikal gestapelte Sektoren.
In Ubereinstimmung mit diesem Aspekt der Erfindung
enthalt ein Block zweckmalig 64 KBytes eines nicht-
flichtigen Speichers.

[0020] In Ubereinstimmung mit einem nochmals wei-
teren Aspekt der vorliegenden Erfindung kann die
nichtfliichtige Flash-EEPROM-Matrix mehrere Zeilen
und\oder Spalten aus Blécken enthalten und kénnen
angrenzende Blocke eine Steuerschaltung gemein-
sam nutzen.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG
[0021] Fig. 1 ist eine seitliche Querschnittsansicht

eines typischen NMOS-Transistors mit schweben-
dem Gate;
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[0022] Fig. 2 ist ein Stromlaufplan einer Flash-
EEPROM-Transistormatrixkonfiguration des Stan-
des der Technik;

[0023] Fig. 3 ist ein Stromlaufplan der Transistor-
konfiguration eines Sektors des Flash-EEPROM-Ent-
wurfs der vorliegenden Erfindung;

[0024] Fig. 4 ist eine Draufsicht einer Schaltungs-
konstruktion eines Abschnitts des in Fig. 3 gezeigten
Sektors;

[0025] Fig. 5 istein Stromlaufplan der Transistorkon-
figuration eines Blocks des Flash-EEPROM-Entwurfs
der vorliegenden Erfindung;

[0026] Fig. 6 ist ein Blockschaltplan der planaren
Matrix des Flash-EEPROMS der vorliegenden Erfin-
dung;

[0027] Fig. 7 ist ein Schaltplan eines in der in Fig. 6
gezeigten Ausfiihrung der planaren Matrix des Flash-
EEPROMS verwendeten lokalen Decodierers.

BESCHREIBUNG DER
ZWECKMASSIGEN AUSFUHRUNG

[0028] Die vorliegende Erfindung schafft einen neu-
en nichtflichtigen Flash-EEPROM-Matrixentwurf,
der Matrix-, Block- oder Sektor-Loschfahigkeiten er-
mdglicht. Dementsprechend kann ein Abschnitt (d. h.
ein Block oder ein Sektor) der Speicheranordnung
der vorliegenden Erfindung geldscht und mit neuen
Daten neu programmiert werden, ohne die ganze Ma-
trix zu beeinflussen. Wahrend die zweckmaRige Aus-
fihrung der vorliegenden Erfindung hier mit Bezug
auf eine spezifische Anzahl von Transistoren in ei-
nem Sektor und mit Bezug auf eine spezifische An-
zahl von Sektoren in einem Block beschrieben wird,
ist dem Fachmann auf dem Gebiet klar, daR ein Sek-
tor aus irgendeiner Anzahl von Transistoren beste-
hen kann und daR ein Block aus irgendeiner Anzahl
von Sektoren bestehen kann. Dartber hinaus kann ir-
gendeine Anzahl von Blécken kombiniert werden, um
die gesamte Flash-EEPROM-Matrix zu bilden. Dem-
entsprechend ist die vorliegende Erfindung nicht auf
die hier offenbarten spezifischen Ausfiihrungen be-
schrankt.

[0029] Ahnliche Komponenten und/oder Merkmale
haben in den Figuren das gleiche Bezugszeichen.
Die verschiedenen Komponenten sind dadurch un-
terschieden, dal} dem Bezugszeichen ein Strich und
ein zweites Zeichen folgt, das die ahnlichen Kompo-
nenten unterscheidet. Falls nur das erste Bezugszei-
chen verwendet wird, ist die Beschreibung auf irgend-
eine der mehreren dhnlichen Komponenten anwend-
bar.

[0030] In Fig. 3 enthélt ein Sektor des Flash-EE-
PROM-Speichers 300 zweckmafig mehrere in Zeilen
und Spalten angeordnete MOS-NOR-Gatter-Transis-
torzellen 302. In Ubereinstimmung mit einer zweck-
mafigen Ausfiihrung enthalt der Sektor 300 8 Zeilen
und 512 Spalten aus Transistorzellen 302. Somit ist
der Sektor 300 in Ubereinstimmung mit diesem As-
pekt der vorliegenden Erfindung zum Speichern von
512 Bytes von Daten konfiguriert; jede Spalte sind 8
Bits oder 1 Byte von Daten.

[0031] Jede Transistorzelle 302 enthalt einen Drain
304, eine Source 306, ein Steuer-Gate 308 und ein
schwebendes Gate 310. Wie in Fig. 3 gezeigt ist, sind
die Drains 304 jeder Zelle 302 in einer Spalte Uber
eine Bitleitung 312 verbunden. Ahnlich sind die Steu-
er-Gates 308 jeder Zelle 302 in einer Zeile Uber eine
Wortleitung 314 verbunden. Die Sources 306 jeder
Zelle 302 im Sektor 300 sind an eine einzige Source-
Verbindung 316 angeschlossen.

[0032] Fig. 4 zeigt die Konstruktion der Transistor-
zellen 302 eines Abschnitts des Sektors 300. Wie in
Fig. 4 gezeigt ist, kdnnen die Transistorzellen 302 in
einer Spalte (d. h. entlang der Bitleitung 312) gemein-
same Source-Wannen 306 und gemeinsame Drain-
Wannen 304 gemeinsam nutzen. Zum Beispiel nutzt
in der gezeigten Ausfihrung die Transistorzelle 302-1
eine gemeinsame Source-Wanne 306 mit der Tran-
sistorzelle 302-2 gemeinsam, wahrend die Transis-
torzelle 302-2 eine gemeinsame Drain-Wanne 304
mit der Zelle 302-3 gemeinsam nutzt. Ahnlich nutzt
die Transistorzelle 302-3 eine gemeinsame Source-
Wanne 306 mit der Transistorzelle 302-4 gemeinsam
usw. Diese Konfiguration 1Rt ein dichteres Packen
der Transistoren in der Matrix zu und gestattet somit
eine héhere Speicherkapazitat auf einer Flache, die
kleiner ist als die anderer momentan im Stand der
Technik bekannter NOR-Gate-Flash-EEPROM-Vor-
richtungen.

[0033] Wie zuvor mit Bezug auf Fig. 3 erwdhnt wor-
den ist, sind die Drains 304 der Zellen 302 in einer
Spalte Uber die Bitleitung 312 verbunden. Wie deut-
licher in Fig. 4 gezeigt ist, enthalten die Bitleitungen
312 zweckmalRig erste Metalleitungen 402, die durch
Metall-N+-Diffusionswege 404 an die Drains 304 an-
geschlossen sind. In Ubereinstimmung mit diesem
Aspekt der Erfindung kénnen durch Verbinden aller
Zellen 302 in einer Spalte mit der Bitleitung 312 die
Transistorzellen 302 langs der Bitleitung durch einen
gemeinsamen Bitleitungstreiber, durch eine gemein-
same Spaltenauswahleinrichtung und durch einen
gemeinsamen Leseverstarker gesteuert werden, was
somit den Organisationsaufwand ahnlicher Schal-
tungsanordnungen zum Implementieren der Spei-
chervorrichtung reduziert.

[0034] Die Steuer-Gates 308 der Transistorzellen
302 in einer Zeile sind alle tber die Wortleitung 314
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verbunden, die in Ubereinstimmung mit einer zweck-
mafigen Ausfiihrung eine Polysiliciumschicht 406 ist.
Wie dem Fachmann auf dem Gebiet klar ist, bildet
die Polysiliciumschicht 406 die tatsachlichen Steuer-
Gates 308 der Transistorzellen sowie die Verbindun-
gen zwischen den benachbarten Gates 308. Zweck-
maRig sind auch die schwebenden Gates 310 der
Transistorzellen 302 aus Polysilicium gebildet, wobei
diese zwischen den einzelnen Transistorzellen aber
nicht verbunden sind. Die schwebenden Polysilicium-
Gates 310 liegen typischerweise unter der Polysilici-
umschicht 406, sind zur Klarheit in Fig. 4 aber nicht
gezeigt.

[0035] Wie zuvor erwdhnt worden ist, sind die Sour-
ces 306 jeder Transistorzelle 302 in einem Sektor
mit einer gemeinsamen Source-Verbindung 316 ver-
bunden. In Ubereinstimmung mit einer zweckmagi-
gen Ausfihrung der vorliegenden Erfindung sind al-
le Sources 306 der Transistorzellen 302 in einer ge-
meinsamen Zeile zusammen mit einer N+-Diffusi-
ons-Schicht/Leitung 408 gekoppelt. Wie dem Fach-
mann auf dem Gebiet klar ist, bildet die N+-Diffusi-
ons-Schicht 408 die Source-Wannen 306 jeder Tran-
sistorzelle 302 und verbindet auch die Source-Wan-
nen 306 entlang einer Zeile.

[0036] Die N+-Diffusionsleitungen 408 im Sektor 300
sind zweckmaRig miteinander verbunden, damit alle
Sources 306 im Sektor 300 mit einer einzelnen Sour-
ce-Verbindung 316 verbunden sind. Wie in Fig. 4
gezeigt ist, laufen eine oder mehrere zweite Metal-
leitungen 414 senkrecht zu den N+-Diffusionsleitun-
gen 408 und sind mit den Metall-N+-Diffusionswegen
416 an die N+-Diffusionsleitungen 408 angeschlos-
sen. Auf diese Weise verbinden die zweiten Metal-
leitungen 414 alle parallelen N+-Diffusionsleitungen
408 im Sektor 300, wobei sie effektiv alle Sources
306 im Sektor 300 mit der gemeinsamen Source-Ver-
bindung 316 verbinden. Wie dem Fachmann auf dem
Gebiet Klar ist, kdbnnen die zweiten Metalleitungen
414 entweder in der gleichen Herstellungsschicht wie
oder in einer anderen Herstellungsschicht als die ers-
ten Metalleitungen 402 liegen. In Ubereinstimmung
mit einer zweckmafigen Ausfiihrung der vorliegen-
den Erfindung liegen die zweiten Metalleitungen 414
aber in der gleichen Schicht wie die ersten Metallei-
tungen 402.

[0037] AulRerdem kénnen eine oder mehrere dritte
Metalleitungen 410 zweckmafig parallel zu den N+-
Diffusionsleitungen 408 laufen und die zweiten Metal-
leitungen 414 mit den Metall-Metall-Wegen 412 ver-
binden. Durch das Verbinden der dritten Metalleitun-
gen 410 mit den N+-Diffusionsleitungen 408 Uber die
zweiten Metalleitungen 414 wird der Gesamtwider-
stand der N+-Diffusionsleitungen 408 effektiv redu-
ziert, wobei somit die Stromanforderungen der Flash-
EEPROM-Matrix reduziert werden. In Ubereinstim-
mung mit einer zweckmafigen Ausflihrung der Erfin-

dung liegen die dritten Metalleitungen 410 in anderen
Schichten als die erste und die zweite Metalleitung
402, 414.

[0038] Obwohl die gezeigte Ausfihrung zweite Me-
talleitungen 414 zeigt, die zwischen etwa jeder drit-
ten Bitleitung 312 liegen, ist dem Fachmann auf dem
Gebiet klar, dal} die zweiten Metalleitungen 414 im
Sektor 300 irgendeinen geeigneten Abstand haben
kdnnen. Zum Beispiel kdnnen die ersten Metalleitun-
gen in Abhangigkeit vom Widerstand der N+-Leitun-
gen zwischen einem Kontakt (416) und einem an-
deren Kontakt (416) etwa zwischen allen 16 Leitun-
gen 312 oder zwischen allen 32 Leitungen 312 lie-
gen. Alternativ kann nur eine zweite Metalleitung 414
verwendet werden. Ahnlich ist klar, daR irgendeine
Anzahl dritter Metalleitungen 410 verwendet werden
kann, obwohl die gezeigte Ausfiihrung dritte Metal-
leitungen 410 zeigt, die etwa Uber jeder zweiten Zei-
le aus Drains 304 liegen. Zum Beispiel kdnnen die
dritten Metalleitungen 410 direkt Gber den N+-Diffu-
sionsleitungen 408 liegen und mit Metall-N+-Diffusi-
onswegen an die N+-Diffusionsleitungen 408 gekop-
pelt sein. Alternativ kann nur jede dritte Metalleitung
410 verwendet werden. Dementsprechend ist die vor-
liegende Erfindung nicht auf die gezeigte Ausfiihrung
beschrankt.

[0039] In Fig. 5 ist nun ein Speicherblock 500 der
Flash-EEPROM-Matrix der vorliegenden Erfindung
gezeigt. Insbesondere enthalt der Block 500 zweck-
maRig mehrere vertikal ibereinandergestapelte Sek-
toren 300. Alle Drains 304 der Transistorzellen 302 in
einer Spalte des Blocks 500 sind Uber erste Metallei-
tungen 402 an eine gemeinsame Bitleitung 312 an-
geschlossen (siehe Fig. 4). Auf diese Weise nutzen
alle vertikal gestapelten Sektoren 300 die gemeinsa-
men Bitleitungen 312 gemeinsam. AuRerdem kdnnen
die Transistorzellen 302 in der gleichen Weise, in der
die Transistorzellen 302 in einer Spalte eines Sektors
gemeinsame Source-Wannen 306 und Drain-Wan-
nen 304 gemeinsam nutzen kénnen (siehe Fig. 4), in
angrenzenden Sektoren 300 im Block 500 ebenfalls
gemeinsame Source-Wannen 306 und Drain-Wan-
nen 304 gemeinsam nutzen. Wie zuvor erwahnt wor-
den ist, gestattet diese Konfiguration, dal die Tran-
sistoren in der Matrix dichter gepackt sind. Auler-
dem reduziert die gemeinsame Nutzung der gemein-
samen Bitleitungen durch die Sektoren 300 die Ge-
samtzahl der Bitleitungstreiber, Leseverstarker und
Spaltenauswabhleinrichtungen.

[0040] In Ubereinstimmung mit einer zweckmaRi-
gen Ausfiihrung der Erfindung enthalt der Block 500
zweckmalig 128 gestapelte Sektoren 300. Dement-
sprechend enthalt jeder Block 500 1024 Wortleitun-
gen 314 (8 pro Sektor), 128 Source-Verbindungen
316 (eine flr jeden Sektor) und 512 Bitleitungen 312.
Somit kann der Block 500 bis zu 64 KBytes Informa-
tionen speichern:
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1 Sektor = 512 Spalten und 8 Zeilen aus
Transistoren = 512 Bytes Speicher

1 Block = 128 Sektoren x 512 Bytes = 64 KBytes
Speicher.

[0041] In Fig. 6 ist nun eine zweckmafige Ausflih-
rung einer nichtflichtigen planaren Flash-EEPROM-
Matrix 600 der vorliegenden Erfindung gezeigt. Die
planare Matrix 600 enthalt zweckmafRig mehrere, in
einer ein- oder zweidimensionalen Konfiguration aus-
gerichtete Blécke 500. In Ubereinstimmung mit der
gezeigten Ausfihrung sind zwei Zeilen 602 und vier
Spalten 604 der Blocke 500 gezeigt.

[0042] Um den Betrieb der planaren Matrix 600 zu
steuern, werden Wortleitungsdecodierer 606, Sour-
ce-Decodierer 608, globale Decodierer 610 und Bit-
leitungsdecodierer 612 verwendet. Wie in Fig. 6 ge-
zeigt ist, nutzen angrenzende horizontale Blocke 500
die Wortleitungsdecodierer 606 und die Source-De-
codierer 608 gemeinsam. Zum Beispiel nutzt der
Block 500-1-1 in der Zeile 602-1 aus Fig. 6 den Wort-
leitungsdecodierer 606-1-1 mit dem Block 500-1-2
gemeinsam, wahrend der Block 500-1-3 den Wort-
leitungsdecodierer 606-1-2 mit dem Block 5-1-4 ge-
meinsam nutzt. Ahnlich nutzen die Blécke 500-1-2
und 500-1-3 den Source-Decodierer 608-1-2 gemein-
sam. Die zweite Zeile 602-2 der planaren Matrix 600
ist ahnlich konfiguriert.

[0043] AuRerdem ist die planare Matrix 600 in Uber-
einstimmung mit einer zweckmafigen Ausfiihrung
der vorliegenden Erfindung in der Weise konfigu-
riert, daf die vertikal angrenzenden Blécke 500 Bitlei-
tungstreiber, Spaltenauswahleinrichtungen und Le-
severstarker gemeinsam nutzen. Zum Zweck der
Klarheit wurden die Bitleitungstreiber, Spaltenaus-
wahleinrichtungen und Leseverstarker zusammen
als Bitleitungsdecodierer 612 gruppiert. Jedoch ist
dem Fachmann auf dem Gebiet klar, daR diese Kom-
ponenten getrennte Schaltungsanordnungen enthal-
ten kénnen und nicht als eine Komponente gruppiert
zu sein brauchen.

[0044] Beim Lesen, Schreiben und Ldschen der pla-
naren Matrix 600 oder irgendeines Blocks 500 oder
Sektors 300 darin sendet ein (nicht gezeigter) Con-
troller typischerweise Steuersignale an die verschie-
denen Decodierer 606-612, wobei er die Decodierer
anweist, geeignete Spannungen an die verschiede-
nen Bitleitungen 312, Wortleitungen 314 und Source-
Verbindungen 316 der Transistorzellen 302 anzule-
gen, die gelesen, beschrieben oder geldscht werden.
Um z. B. in der planaren Matrix 600 eine oder meh-
rere Transistorzellen 302 zu lesen, sendet der Con-
troller die richtigen Signale an den oder an die spe-
zifischen Wortleitungsdecodierer 606, Source-Deco-
dierer 608, globalen Decodierer 610 und Bitleitungs-
decodierer 612, die die besonderen Transistorzellen

302, die gelesen werden, steuern. Die verschiede-
nen Decodierer 606-612 steuern dann die Spannun-
gen auf den besonderen Wortleitungen 314, Bitlei-
tungen 312 und gemeinsamen Source-Verbindungen
316, die mitden besonderen Transistorzellen 302, die
gelesen werden, verbunden sind. Ahnliche Operatio-
nen finden fir die Schreib- und Léschverfahren statt.

[0045] Um eine Transistorzelle 302 in der planaren
Matrix 600 zu lesen, wird Gber die Wortleitung 314
an das Steuer-Gate 308 der Transistorzelle, die ge-
lesen wird, eine Spannung in dem Bereich von et-
wa 4 bis etwa 7 Volt und zweckmaRig von etwa 5
Volt angelegt. Ahnlich wird die Source 306 zweckma-
Rig geerdet und unter Verwendung des Bitleitungs-
decodierers 612 die Spannung an dem Drain 304 ge-
messen. In Ubereinstimmung mit diesem Aspekt der
Erfindung wird die Transistorzelle 302 mit einer Null
(0) programmiert, falls die Spannung an dem Drain
304 in dem Bereich von etwa 0,5 bis etwa 2 Volt und
zweckmafig etwa 1 Volt betragt. Die Transistorzelle
302 enthalt eine Eins (1), falls am Drain 304 keine
Spannung erfaf3t wird.

[0046] In Ubereinstimmung mit einer anderen Aus-
fihrung der vorliegenden Erfindung wird zum Lesen
der Transistorzelle 302, anstatt die Spannung an dem
Drain 304 zu erfassen, Uber die Bitleitung 312 an den
Drain 304 eine Spannung von etwa 0,5 bis etwa 2 Volt
und zweckmafig von etwa 1 Volt angelegt, wobei der
StromfluR® in der Transistorzelle 302 unter Verwen-
dung des Bitleitungsdecodierers 612 erfallt wird. Ei-
ne nicht programmierte Zelle leitet typischerweise et-
wa 25 bis 50 Mikroampére. Eine programmierte Zelle
ist nichtleitend.

[0047] Ahnlich wird zum Programmieren einer Tran-
sistorzelle 302 in der EEPROM-Matrix 600 an das
Steuer-Gate 308 der Transistorzelle, die Uber die
Wortleitung 314 programmiert wird, eine Spannung in
dem Bereich von etwa 4 bis etwa 7 Volt und zweck-
mafig von etwa 5 Volt angelegt. AulRerdem wird die
Source 306 der Transistorzelle zweckmalig geerdet
und eine Spannung in dem Bereich von etwa 5 bis
etwa 9 Volt und zweckmaBig von etwa 6 Volt an den
Drain 304 angelegt. Unter diesen Bedingungen tun-
neln Elektronen aus dem p-Substrat der Transistor-
zelle durch eine Oxidschicht auf das schwebende
Gate 310, um darin somit eine Null (0) zu "program-
mieren”.

[0048] SchlieRlich wird die Léschfunktion in Uberein-
stimmung mit der vorliegenden Erfindung zweckma-
Rig in einem oder in mehreren Sektoren 300 oder in
einem oder in mehreren Blécken 500 der EEPROM-
Matrix 600 ausgefihrt. Um einen oder mehrere Sek-
toren 300 zu I6schen, werden somit alle Steuer-Gates
308 in dem Sektor oder in den Sektoren 300 zweck-
maRig geerdet, wobei alle Drains 304 schwebend ge-
lassen werden und Uber die gemeinsame Source-

6/16



DE 198 80 311 B3 2017.06.22

Verbindung 316 an alle Sources 306 eine Spannung
in dem Bereich zwischen etwa 8 und etwa 12 Volt
und zweckmaRig von etwa 9,5 Volt angelegt wird. Un-
ter diesen Bedingungen tunneln Elektronen, die wah-
rend des Programmierverfahrens in den schweben-
den Gates 310 angeordnet wurden, durch die Oxid-
Isolierschicht und in die Drains 304 zuriick. In Uber-
einstimmung mit diesem Aspekt der Erfindung wer-
den die anfangs mit einer Null (0) programmierten
Transistorzellen 302 in dem Sektor oder in den Sek-
toren 300, die geléscht werden, zuriick in einen Eins-
Zustand (1-Zustand) "gel6éscht”’, (d. h., an dem Drain
304 wird wahrend des Leseverfahrens keine Span-
nung erfaf3t).

[0049] Unter der Voraussetzung der besonderen
Konfiguration der EEPROM-Matrix der vorliegenden
Erfindung kénnen jederzeit eine oder mehrere Tran-
sistorzellen 302 gelesen oder programmiert werden.
Um eine Transistorzelle in einem besonderen Sek-
tor zu léschen, mul® jedoch der ganze Sektor ge-
I6scht werden. Dementsprechend ist jeder Source-
Decodierer 608 in der Weise konfiguriert, dal® er die
Spannungspotentiale auf jeder der 128 gemeinsa-
men Source-Verbindungen 316 im Block 500 steu-
ert. In Ubereinstimmung mit diesem Aspekt der Erfin-
dung legt der Decodierer 608 wahrend des Léschver-
fahrens eine geeignete Spannung an oder "wahit” ei-
nen oder mehrere ganze Sektoren gleichzeitig. Falls
der Source-Decodierer 608 von zwei oder mehr BIl6-
cken 500 gemeinsam genutzt wird, wird der Source-
Decodierer 608 zweckmaRig in der Weise konfigu-
riert, dal® er die Sektoren in den Blocken getrennt
steuert. Zum Beispiel kann der Source-Decodierer
608-1-2 in Fig. 6 einen spezifischen Sektor 300 im
Block 500-1-2 und gleichzeitig einen anderen Sektor
300 im Block 500-1-3 wahlen.

[0050] Ahnlich ist jeder Bitleitungsdecodierer 612 in
der Weise konfiguriert, dal® er jede einzelne der 512
Bitleitungen 312 im Block 500 getrennt steuert, wéh-
rend jeder Wortleitungsdecodierer 606 in der Wei-
se konfiguriert ist, dal er jede einzelne der 1024
Wortleitungen 314 im Block 500 getrennt steuert. So-
mit kdnnen spezifische Transistorzellen 302 in einem
besonderen Sektor durch Anlegen geeigneter Span-
nungen an spezifische Bitleitungen 312 und an die
Wortleitung 314 in dem Sektor gelesen oder program-
miert werden. Um z. B. eine oder mehrere Transis-
torzellen 302 in einem Sektor des Blocks 500-1-1 zu
programmieren, werden durch den Bitleitungsdeco-
dierer 612-1 bzw. durch den Wortleitungsdecodierer
606-1-1 geeignete Spannungen an die Drains 304
und an die Steuer-Gates 308 der besonderen Tran-
sistorzellen 302 angelegt.

[0051] Mit Bezug auf Fig. 7 wird nun die Konfigu-
ration und der Betrieb des Wortleitungsdecodierers
606 diskutiert. Genauer ist der Wortleitungsdecodie-
rer 606 elektrisch an einen globalen Decodierer 610

gekoppelt und enthalt einen Teildecodierer 702 und
mehrere UND-Gatter 704. Der globale Decodierer
610 empfangt Steuersignale von einem Controller
und erzeugt mehrere Ausgangssignale 706, die als
Eingangssignale in die UND-Gatter 704 wirken. In
Ubereinstimmung mit einer zweckmaRigen Ausfiih-
rung der vorliegenden Erfindung umfafit der globale
Decodierer 610 128 Ausgange 706, einen fir jeden
Sektor 300 im Block 500.

[0052] Ahnlich empfiangt der Teildecodierer 702
Steuersignale von dem Controller und erzeugt meh-
rere (zweckmafig 8) Ausgangssignale 708, die eben-
falls als Eingangssignale in die UND-Gatter 704 wir-
ken. Die Kombination der Ausgangssignale vom glo-
balen Decodierer 610 und vom Teildecodierer 702
erzeugt Signale, die eine oder mehrere Wortleitun-
gen 314 im Block 500 steuern (siehe Fig. 3-Fig. 5).
In Ubereinstimmung mit diesem Aspekt der Erfin-
dung bilden mehrere Wortleitungsverbindungen 710,
die in der Weise konfiguriert sind, dal} sie elektrisch
an die Wortleitungen 314 gekoppelt sind, den Aus-
gang des Wortleitungsdecodierers 606. In Uberein-
stimmung mit einer zweckmaRigen Ausfiihrung ent-
halt der Wortleitungsdecodierer 606 1024 Wortlei-
tungsverbindungen 710; eine fiir jede Wortleitung
314 im Block 500.

[0053] Damit z. B. der Wortleitungsdecodierer 606
eine Spannung an die Wortleitung WL12 (siehe
Fig. 7) anlegt oder diese "wahlt”, erzeugt der globa-
le Decodierer 610 ein Signal am Ausgang 706-2, das
einem Steuersignal von dem Controller entspricht.
Ahnlich erzeugt der Teildecodierer 702 ein Signal am
Teildecodiererausgang 708-4. Das UND-Gatter 704
kombiniert die zwei Signale und erzeugt ein Signal
auf der an die Wortleitung WL12 gekoppelten Wort-
leitungsverbindung 710-12. Wie dem Fachmann auf
dem Gebiet klar ist, erzeugt ein besonderes UND-
Gatter 704 keine Ausgabe, wenn nicht sowohl der
globale Decodierer 606 als auch der Teildecodierer
702 hohe Spannungen an das besondere UND-Gat-
ter senden.

[0054] Um alle Wortleitungen 314 in einem Sektor
auszuwahlen, erzeugt der globale Decodierer 606 fiir
den besonderen gewahlten Sektor ein hohes Span-
nungssignal, wobei alle acht Teildecodiererausgan-
ge 708 auf hohen Pegel gesetzt werden. In Uberein-
stimmung mit diesem Aspekt der Erfindung erzeugt
die Kombination des Ausgangssignals oder der Aus-
gangssignale vom globalen Decodierer 606 mit den
hohen Ausgangssignalen vom Teildecodierer 702 auf
allen Wortleitungsverbindungen 710 in dem ausge-
wahlten Sektor hohe Spannungssignale.

[0055] In Ubereinstimmung mit einem weiteren As-
pekt der vorliegenden Erfindung enthalt der Con-
troller fir die nichtflichtige Flash-EEPROM-Matrix
der vorliegenden Erfindung eine Schaltungsanord-
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nung, die in der Weise konfiguriert ist, dal® sie ex-
tern erzeugte Steuersignale empféngt und die ex-
ternen Signale in interne Flash-EEPROM-Steuer-
und Datensignale umsetzt. Zum Beispiel kdnnen
die externen Signale besondere, durch ein Adres-
sen- und Daten-Anschluf3stift-Schnittstellenprotokoll
erzeugte Adressen- und Datensignale sein. In Uber-
einstimmung mit diesem Aspekt der vorliegenden
Erfindung kdnnen die externen Adressen- und Da-
tensignale in ein externes Signal multiplexiert wer-
den, das durch die Steuerschaltungsanordnung der
EEPROM-Matrix verarbeitet werden kann. Aufler-
dem kann die Flash-EEPROM-Steuerschaltungsan-
ordnung in der Weise konfiguriert werden, dal} sie ei-
ne Schnittstelle zu MSDOS, zu internen Plattenope-
rationen, zum ATA-Signalprotokoll, zum PCMCIA/
ATA-Signalprotokoll, zum Kompakt-Flash-Signalpro-
tokoll und zu irgendwelchen anderen momentan be-
kannten oder in Zukunft entwickelten Speicherzu-
griffsprotokollen bildet und diese unterstltzt. Fur eine
ausfuhrlichere Diskussion dieser wohlbekannten Pro-
tokolle und wie sie eine Schnittstelle mit EEPROM-
oder Flash-EEPROM-Vorrichtungen bilden, wird z. B.
auf die AIMS-Spezifikation, Version 1.01, und auf die
PC-Karten-ATA-Massenspeicher-Spezifikation, Ver-
sion 1.02, verwiesen, die hier beide durch Literatur-
verweis eingeflgt sind.

[0056] In Ubereinstimmung mit einem nochmals wei-
teren Aspekt der vorliegenden Erfindung kann die
Steuerschaltungsanordnung eine Fehlersteuerschal-
tung zum Verwirklichen eines Fehlertoleranzsche-
mas wie etwa eines 1 Bit-Fehlerkorrektur-Hamming-
Codes zur Unterstiitzung der Fehlertoleranz in einem
Codierungsschema mit mehreren Bits pro Transistor
enthalten. Wie dem Fachmann auf dem Gebiet klar
ist, sind solche Fehlersteuerschaltungen auf dem Ge-
biet wohlbekannt.

[0057] In Ubereinstimmung mit einem nochmals wei-
teren Aspekt der vorliegenden Erfindung enthalt die
Flash-EEPROM-Steuerschaltungsanordnung weiter-
hin einen Cache-Speicher zum Optimieren sowohl
von Lese- als auch von Schreiboperationen. Um z.
B. eine schnelle Leseoperation auszuflihren, kén-
nen die in der Flash-Speicherzelle gespeicherten Da-
ten in den Cache-Speicher ausgegeben werden, wo-
bei die Daten nachfolgend seriell aus dem Cache-
Speicher gelesen werden kénnen. Ahnlich kénnen
die in die Flash-Speicherzelle zu schreibenden Da-
ten zum Ausfiihren einer schnellen Schreiboperation
in den Cache-Speicher ausgegeben werden, wobei
die Schreiboperation aus dem Cache-Speicher in die
Flash-Speicherzelle stattfinden kann.

[0058] In Ubereinstimmung mit einem nochmals wei-
teren Aspekt der vorliegenden Erfindung wird die ge-
samte Flash-EEPROM-Steuerschaltungsanordnung
in einem einzelnen IC-Chip hergestellt. In Uberein-
stimmung mit einer Ausfihrung der Erfindung kann

der einzelne IC-Chip eine Cache-Speichervorrich-
tung enthalten.

[0059] AuRerdem kann die nichtfllichtige Flash-EE-
PROM-Transistormatrix der vorliegenden Erfindung
in Ubereinstimmung mit einer anderen Ausfiihrung
der Erfindung in dem gleichen IC-Chip wie die Steu-
erschaltungsanordnung und wie der Cache-Speicher
hergestellt werden. In Ubereinstimmung mit diesem
Aspekt der Erfindung enthélt ein IC-Chip alles, was
zum Verwirklichen der Flash-EEPROM-Matrix der
vorliegenden Erfindung erforderlich ist.

[0060] SchlieBlich umfallt die vorliegende Erfindung
einen neuen EEPROM-Entwurf, der in der Weise
konfiguriert ist, dal3 er nichtflichtige Speicherstruk-
turen in groflen Matrizen, die zur Bildung hierar-
chischer Speicherorganisationen verwendet werden
koénnen, verwirklicht. Wahrend oben eine vollstandige
Beschreibung der zweckmafigen Ausfiihrungen der
Erfindung gegeben worden ist, kénnen verschiede-
ne Alternativen, Modifikationen und Entsprechungen
verwendet werden. Zum Beispiel kann zum Erreichen
spezifischer Uberlegungen des Entwurfs die GroRe
jeder Matrix, jedes Blocks und/oder jedes Sektors ge-
andert werden. AuBerdem kann zum Verwirklichen
der nichtfliichtigen Speichermatrix der vorliegenden
Erfindung ein anderer Entwurf der Steuerschaltungs-
anordnung verwendet werden. Somit sollte die obige
Beschreibung nicht als Beschrankung des Umfangs
der durch die beigeflgten Anspriche definierten der
Erfindung verstanden werden.

Patentanspriiche

1. Nichtflichtige NOR-Gatter-Transistorarchitektur
mit;
einer Transistormatrix mit mehreren in einer Matrix
aus mindestens zwei Zeilen und aus mindestens zwei
Spalten angeordneten MOS-Transistoren (302), wo-
bei jeder Transistor (302) eine Source (306), ein
Steuer-Gate (308) und einen Drain (304) besitzt, wo-
bei die Steuer-Gates (308) in jeder Zeile elektrisch
gekoppelt sind, wobei die Drains (304) in jeder Spal-
te elektrisch gekoppelt sind, wobei séamtliche Sour-
ces (306) elektrisch gekoppelt sind und die Drains
(304) durch ein in einer ersten Schicht der Architek-
tur liegendes erstes Metall (402) elektrisch gekop-
pelt sind, dadurch gekennzeichnet, dass die in einer
Zeile angeordneten Sources (306) Uber eine N+-Dif-
fusion elektrisch gekoppelt sind und dass die Zeilen
aus Sources (306) durch ein in der gleichen Schicht
der Architektur wie die erste Schicht liegendes zwei-
tes Metall (414) elektrisch gekoppelt sind oder dass
die Zeilen aus Sources (306) durch ein in einer zwei-
ten, von der ersten Schicht verschiedenen Schicht
der Architektur liegendes zweites Metall (410) elek-
trisch gekoppelt sind.
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2. Nichtflichtige Transistorarchitektur nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die meh-
reren MOS-Transistoren (302) genligend Speicher
zum Laden von MSDOS enthalten.

3. Nichtflichtige Transistorarchitektur nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die meh-
reren MOS-Transistoren (302) genligend Speicher
zum Laden von MSDOS und von platteninternen
Operationen enthalten.

4. Nichtflichtige Transistorarchitektur nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Sek-
tor (300) der Transistorarchitektur 8 Zeilen und 512
Spalten aus Transistoren (302) enthalt.

5. Nichtflichtige Transistorarchitektur nach An-
spruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein Block
(500) der Transistorarchitektur mehrere vertikal ge-
stapelte Sektoren (300) enthalt.

6. Nichtflichtige Transistorarchitektur nach An-
spruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Block
(500) 128 Sektoren (300) enthalt.

7. Nichtflichtige Transistorarchitektur nach An-
spruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Tran-
sistorarchitektur mehrere Blocke (500) enthalt, die in
einer Matrix aus mindestens einer Zeile und aus min-
destens einer Spalte der Blocke (500) angeordnet
sind.

8. Nichtfliichtige Transistorarchitektur nach An-
spruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass sie fer-
ner eine Steuerschaltungsanordnung mit mindestens
einem Source-Decodierer (608), mindestens einem
Bitleitungsdecodierer (612) und mindestens einem
Wortleitungsdecodierer (606) enthalt.

9. Nichtflichtige Transistorarchitektur nach An-
spruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der min-
destens eine Source-Decodierer (608) die Eingangs-
signale in die Sources (306) mindestens zweier an-
grenzender Blocke (500) in einer Zeile steuert.

10. Nichtflichtige Transistorarchitektur nach An-
spruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der min-
destens eine Wortleitungsdecodierer (606) die Ein-
gangssignale in die Wortleitungen mindestens zweier
angrenzender Blocke (500) in einer Zeile steuert.

11. Nichtflichtige Transistorarchitektur nach An-
spruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der min-
destens eine Bitleitungsdecodierer (612) die Ein-
gangssignale in die Bitleitungen mindestens zweier
angrenzender Blécke (500) in einer Spalte steuert.

12. Nichtflichtige NOR-Gatter-Transistorarchitek-
tur nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass mehrere Sektoren (300) vorgesehen sind, die

jeweils eine Matrix der MOS-Transistoren (302) ent-
halten, wobei ein erster Sektor (300) Uber einem
zweiten Sektor (300) angeordnet ist.

13. Nichtflichtige Transistorarchitektur nach An-
spruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass der ers-
te Sektor (300) benachbart zu einem dritten Sektor
(300) angeordnet ist.

14. Nichtflichtige Transistorarchitektur nach An-
spruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die
Drains (304) des ersten Sektors (300) und die Drains
(304) des zweiten Sektors (300) elektrisch gekoppelt
sind.

15. Nichtflichtige Transistorarchitektur nach An-
spruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass sie einen
Controller enthalt, der an mindestens den ersten und
zweiten Sektor (300) elektrisch gekoppelt ist.

16. Nichtflichtige Transistorarchitektur nach An-
spruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Con-
troller einen gleichzeitigen Zugriff auf nur einen Sek-
tor (300) zum Ausfiihren einer Funktion an den Tran-
sistoren (302) zulasst, wobei die Funktion aus einer
Gruppe ausgewahlt wird, die Lesen, Schreiben und
Léschen umfasst.

17. Nichtflichtige Transistorarchitektur nach An-
spruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Con-
troller einen gleichzeitigen Zugriff auf mindestens
zwei Sektoren (300) zum Ausfliihren einer ersten
Funktion an den Transistoren eines ersten Sektors
(300) und zum Ausfihren einer zweiten Funktion an
den Transistoren eines zweiten Sektors (300) zu-
I&sst, wobei die erste Funktion und die zweite Funkti-
on aus einer Gruppe ausgewahlt werden, die Lesen,
Schreiben und Léschen enthalt.

18. Nichtflichtige Transistorarchitektur nach An-
spruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Con-
troller ein Fehlertoleranzschema zur Unterstitzung
eines Codierungsschemas mit mehreren Bits pro
Transistor (302) verwirklicht.

19. Nichtflichtige Transistorarchitektur nach
Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass
das Fehlertoleranzschema ein Einbit-Fehlerkorrek-
tur-Hamming-Code ist.

20. Nichtflichtige Transistorarchitektur nach An-
spruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass sie fer-
ner mindestens einen Decodierer enthéalt, der elek-
trisch an den Controller und an die Sources (306)
mindestens eines Sektors (300) gekoppelt ist, wo-
bei der mindestens eine Decodierer den Sektor (300)
wahlt und als Antwort auf von dem Controller emp-
fangene Steuersignale Source-Signale an die Sour-
ces (306) sendet.
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21. Nichtflichtige Transistorarchitektur nach An-
spruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass die Steu-
ersignale externe Adressen- und Datensignale sind.

22. Nichtflichtige Transistorarchitektur nach An-
spruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass sie fer-
ner einen Cache-Speicher enthalt, der an den min-
destens einen Decodierer elektrisch gekoppelt ist.

23. Nichtfluichtige Transistorarchitektur nach An-
spruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere
externe Adressen- und Datensignale in ein Steuersi-
gnal multiplexiert werden.

24. Nichtflichtige Transistorarchitektur nach An-
spruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass die Sek-
toren (300), die Controller und der mindestens ei-
ne Decodierer als eine einzelne integrierte Schaltung
ausgebildet sind.

25. Nichtfliichtige Transistorarchitektur nach An-
spruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Con-
troller Steuersignale erzeugt, die eine Protokollkon-
vention unterstltzen, die aus einer Gruppe ausge-
wahlt wird, die die ATA-, die PMCIA/ATA- und die
Kompakt-Flash-Signalprotokoll-Konvention enthalt.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhédngende Zeichnungen
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Stand der Technik
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